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CONSIGNES D’EVACUATION DESTINEES AUX ENSEIGNANTS 

 

RAPPEL : Chaque enseignant est responsable de l’évacuation dans l’ordre et le calme de tous les 
étudiants qu’il a en charge au moment du sinistre.  

 

 

EN SALLE BLANCHE N°1 : 

 

 Évacuer les étudiants par l’issue de secours qui donne directement dans le hall. Ne pas 
repasser par le sas; ne pas se déshabiller.  

 

 

EN SALLE BLANCHE N°2 : 

 

 Évacuer les étudiants par l’issue de secours qui donne en salle de tests électriques. Ne pas 
repasser par le sas; ne pas se déshabiller.  

 

 

Rassembler tous les étudiants par l’issue de secours qui donne en salle de tests électriques.  

Effectuer un recensement.  

 

 

Ne pas réintégrer les locaux sans l’avis des pompiers ou du directeur (ou du responsable technique 
présent). 
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I. CONSIGNES DE SECURITE 

REPEREZ LES EQUIPEMENTS DE SECURITE : 

• issues de secours 

• douches de sécurité 

• extincteurs 

• équipements respiratoires autonomes 
 

LE PORT DES LUNETTES DE PROTECTION EST OBLIGATOIRE POUR : 

- nettoyages chimiques (RCA et H2SO4-H2O2) 

- toutes attaques humides 

 

IL EST INTERDIT AUX STAGIAIRES DE TRANSPORTER LES PRODUITS CHIMIQUES d'un poste de travail à 
un autre. 

Gardez présent à l'esprit que : 

• le port des gants est obligatoire mais ils ne constituent pas une protection suffisante contre les 
hautes températures ou les produits corrosifs, 

• certains bains dégagent des vapeurs nocives, normalement aspirées par les hottes à flux 
laminaire, 

• les couvre-chaussures rendent parfois le sol très glissant. 

II. DIRECTIVES de MANIPULATION 

• Pendant toute la durée du « process », le contrôle de la qualité de chaque étape doit être un souci 
permanent si l’on veut aboutir à un composant final en état de marche, ainsi qu’à un bon 
rendement sur l’ensemble de la plaquette. Dans ce but, on utilisera, en parallèle avec la plaquette 
« composants », une plaquette témoin qui permettra de caractériser chaque étape réalisée.  

• Attention : les boites à plaquettes s'ouvrent en tournant le couvercle dans le sens des aiguilles 
d'une montre. 

• Pour prendre une plaquette avec la pince : 
- profiter du méplat dans le cas ou la plaquette est dans la boite 

- pincer à au moins 5 mm du bord de la plaquette pour réduire le risque de rupture 

- si la plaquette est sur une surface plane, la faire glisser jusqu'au bord pour la saisir plus facilement. 

• Toute plaquette sortant d'un traitement humide doit subir à la fin un rinçage à l'eau D.I. et un 
séchage mécanique avant d'être rangée dans sa boite. 

• Un bon rinçage doit inclure un changement de pince, il faut avoir une seconde pince disponible et 
propre. 

• Les becs des pinces ne doivent pas être essuyés (ni sur la blouse, ni sur du papier), ils doivent être 
rincés à l'eau et séchés à l'azote. 

• La fonction des gants est de protéger les composants contre la contamination. Il faut aussi éviter 
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de contaminer les gants. Ils ne sont absolument pas une protection efficace aux acides. 

• Le plastique des boites ne supporte pas les températures supérieures à 250°C. En particulier,  la 
température des plaquettes sortant juste d'un four, laisser celles-ci refroidir environ 20 secondes à 
l'air libre. 

• Le papier est une source de contamination, faites-en l'usage minimum. 

III. PROCEDURE D’ENTREE EN SALLE BLANCHE 

- Laisser les vêtements de ville et les sacs dans la salle de séminaire. 

- Six casiers, fermant à clé, peuvent être utilisés dans le SAS pour des objets de valeur. 

 

Entrée en Salle Blanche: 

Blouse :  blanche : personnel permanent 

   bleue:  stagiaire 

   verte :  visiteur. 

Couvre-chaussure : Placer la couture à l'intérieur 

Ne poser le pied dans la partie propre qu'une fois chaussé. 

Charlotte : Mise à disposition dans le distributeur mural. 

Gants latex: 2 tailles mises à disposition dans 2 distributeurs muraux 

Lunettes de sécurité : Mise à disposition sur le comptoir du SAS 

Masque chirurgical : amené par l’utilisateur. Masques tissus non autorisés.  

 

Sortie de la salle Blanche : 

Blouse/charlotte/lunettes de sécurité :  déposer dans la boite correspondant à chaque 
binôme. 

Couvre-chaussure :  déposer dans le casier dédié à chaque binôme, à côté de la boite . 

Gants latex:    jeter à la poubelle. 

 

Recommandations :       

- Veiller à ne pas entrer dans le SAS avec des chaussures de ville boueuses ou mouillées (utiliser le 
paillasson à l'entrée de l'AIME). 

- Limiter le nombre d'objets et de documents qui entrent en salle Blanche (crayon à mine carbone 
proscrit). 
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IV. INTRODUCTION 

 Les capteurs de gaz sont des équipements utilisés dans de nombreux domaines (médecine, 
industrie automobile, industrie agro-alimentaire …). Ces dernières années, la demande en méthodes 
de détection de gaz et de mesure de leur concentration a considérablement augmenté. Cet intérêt est 
essentiellement dû aux considérations environnementales, de sécurité ou de contrôle de procédé, 
faisant des capteurs de gaz un enjeu important. Dans le domaine de la détection des gaz, il convient 
de distinguer les analyseurs (instruments d’analyse) et les capteurs chimiques. Les capteurs chimiques 
possèdent de nombreux avantages, notamment un faible encombrement, une faible consommation 
énergétique, un faible coût, et un temps de réponse court. Ils peuvent donc être utilisés pour des 
contrôles de procédés en ligne. Leur principal inconvénient est leur sélectivité. En effet, l’analyse de 
mélange de gaz nécessite souvent l’emploi de plusieurs capteurs sensibles à l’une ou l’autre des 
espèces gazeuses. Les capteurs à oxydes métalliques de type semi-conducteurs, tel que l’oxyde de 
tungstène WO3 que nous allons utiliser, ont l’avantage de s’intégrer relativement facilement dans des 
circuits électroniques comme nous le verrons au cours de ce procédé. 

 

OBJECTIFS : 

L’objectif est de réaliser un capteur de gaz à base de nanoparticules de WO3 puis de l’évaluer sous 
atmosphère gazeuse contrôlée. Le procédé se décompose alors en 4 étapes majeures : 

• Synthèse des nanoparticules de WO3 

• Elaboration de la puce micro-électronique 

• Intégration de la couche sensible de nanoparticules sur la puce 

• Caractérisation électrique du capteur obtenu sous atmosphère contrôlée 
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V. FICHE DE PROCESS POUR LA REALISATION DES PUCES 

Les puces produites sont constituées de 4 composants : 

• Une résistance de chauffage enfouie en polysilicium dopé n 

• Une résistance en aluminium pour le chauffage ou la mesure, située en surface 

• Deux peignes interdigités qui accueilleront la couche de nanoparticules et qui deviendront 
alors des capteurs sensibles à l’environnement gazeux. 

 

A. OXYDATION  DE  MASQUAGE 

L’épaisseur de l’oxyde de masquage est de 4500 Å environ.  

 1- Nettoyage avant oxydation 

 Dégraissage :   acétone puis eau (à chaud) 

 Oxydation chimique :  H2SO4 + H2O2  (1/1)  2 min, puis rinçage eau DI 

 Attaque SiO2 :   HF dilué 30 s, puis rinçage eau DI 

 Séchage :   Tournette 

 Lavage-séchage :  Laveur-sécheur 
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Photogravure 1:
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Photogravure 2: 
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Photogravure 3:
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2- Oxydation thermique humide: cette opération s'effectue en 5 étapes dans le four N°2-2 

 

Température Temps Débits 

  T = 800 à 1100°C t = 25 min. N2 = 1   l/min. 

  T = 1100 °C t = 40 min. H2 = 2,7  l/min.     O2 = 1,5  l/min. 

  T = 1100 °C t = 30 min. O2 = 2,2  l/min. 

  T = 1100 °C t = 10 min. Ar = 1,5  l/min. 

  T = 1100 à 800°C t = 60 min. N2 = 1   l/min. 

B. DEPOT  POLY-SILICIUM   

Cette opération s’effectue dans le four LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition) n°4-3.  

 

Conditions 

 Enfourner aussi le témoin  

Températures                      Temps Débits Pressions 

T= 400°C  à  585°C t = 45 min. N2= 1 l/min.  p = 1 Torr 

T= 585°C t = 25 min. SiH4= 50 cc/min p=250 mTorr 

T= 585°C  à  400°C t = 4 x 2 min. N2= 1 l/min. : cycles de purges et vides p=1 Torr 

C. DOPAGE DU POLYSILICIUM  (type  n) 

 

Si (p)

SiO2

SiO2

Si (p)
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Le dopage du polysilicium est obtenu par diffusion d’impuretés de phosphore P dans toute son 

épaisseur. 

 

1-  Prédépôt : Cette opération s’effectue en 3 étapes dans le four n°1-1 

 

 
 

Conditions 

 Enfourner aussi le témoin  

Température Durée Débits 

 1050°C 5 min N2 = 2 l/min - O2 = 0,1 l/min 

 1050°C 10 min N2 = 2 l/min - O2 = 0,1 l/min – POCl3 = 10 mg/min 

 1050°C  6 min N2 = 2 l/min - O2 = 0,1 l/min 

 

1-  Redistribution : Cette opération s’effectue dans le four n°1-1 dans les conditions :  
 

Température Durée Débits 

 1050°C 7 min N2 = 1 l/min 

 

2-  Retrait de l’oxyde de prédépôt : Cette opération s’effectue sur la paillasse HF dédiée :  
 

 1°) Gravure SiO2 
Buffer HF : temps d’attaque d'après témoin /transition 
hydrophile-hydrophobe 

 2°) Rinçage Eau DI 

 3°) Séchage Tournette séchage 
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D. PHOTOGRAVURE N°1 : “GRAVURE POLYSILICIUM”   

 

Le barreau de polysilicium dopé fabriqué servira de résistance chauffante enfouie sous les capteurs de 
gaz. 

 

Visa de l’encadrant pour la poursuite des opérations ▼ 

Opérations Conditions  

 1°) Séchage Plaque chauffante 120°C – 2 min  

 2°) Dépôt résine positive 
Résine Shipley S1813 

Tournette 4000 t/min - 30 s 

 

 3°) 1ère cuisson Plaque chauffante 100°C - 60 s.  

 4°) Alignement - Insolation Masque n°1 – 5 s  

 5°) Développement Bain à 20 °C - 25 s  

 6°) Rinçage Eau DI  

 7°) Séchage Tournette séchage  

 8°) Observation Microscope optique  

 9°) 2ème cuisson Plaque chauffante 120° C - 45 s  

 10°) Gravure Polysilicium 

(face composants) 

Gravure ionique réactive 

Débit SF6 : 30 cc/min. 

Pression : 0,02 mbar 

Puissance RF : 50 W 

 

 11°) Observation Microscope optique  

 12°) Dissolution résine Acétone + eau DI  

 14°) Rinçage Eau DI  

 15°) Séchage Tournette séchage  

Si (p)

SiO2

SiO2

Poly-Si (n)

Poly-Si (n)

Si (p)

SiO2

SiO2

Poly-Si (n)

Poly-Si (n)
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E. DECONTAMINATION ORGANIQUE 

 

Opérations Conditions 

 1°) Nettoyage H2SO4 + H2O2 - 2 min 

 2°) Rinçage Eau DI -2 min 

 3°) Séchage Tournette séchage 

 

 

F. OXYDATION SECHE 

 

Cette oxydation thermique sèche se fait dans le four N° 2-1 et comporte deux étapes : 

 

Conditions 

 Enfourner aussi le témoin  

Température Durée Débits 

 1100°C 180 min O2 = 2 l/min 

 1100°C  10 min Ar = 2 l/min 

 

Cette étape consiste à isoler électriquement le polysilicium conducteur des pistes d’aluminium des 
composants en surface et en l’oxydant. 

Si (p) 

SiO 2 

SiO 2 

Poly - Si (n) 

Poly - Si (n) 

Si (p) 

SiO 2 

SiO 2 

Poly - Si (n) 

Poly - Si (n) 
SiO 2 

SiO 2 
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G. PHOTOGRAVURE  N° 2 : « OUVERTURE CONTACTS » 

 

 

Afin de pouvoir contacter électriquement la résistance en polysilicium, la couche d’oxyde sec est 

ouverte à ses deux extrémités, avant l’étape de métallisation. 

 

Visa de l’encadrant pour la poursuite des opérations ▼ 

Opérations Conditions  

 1°) Séchage Plaque chauffante 120°C – 2 min  

 2°) Dépôt HMDS 

(Promoteur d’adhérence) 
Tournette 4000 t/min - 30 s 

 

 3°) Dépôt résine  
Résine Shipley S1813 

Tournette 4000 t/min - 30 s 

 

 4°) 1ère cuisson Plaque chauffante 100°C – 60 s  

 5°) Alignement - Insolation Masque n°2 – 5 s  

 6°) Développement Bain à 20 °C - 35 s  

 7°) Rinçage Eau DI  

 8°) Séchage Tournette séchage  

 9°) Observation Microscope optique  

 10°) 2ème cuisson Plaque chauffante 120° C - 45 s  

 11°) Gravure SiO2 
Buffer HF : temps d’attaque d'après témoin (opération 
1) 

 

 12°) Rinçage Eau DI  

 13°) Séchage Tournette séchage  

 14°) Observation Microscope optique  
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 15°) Dissolution résine Acétone  

 16°) Rinçage Eau DI  

 17°) Séchage Tournette de séchage  

 18°) Donner la plaquette « composants » au personnel technique pour la mise sous vide  

 

 Mesure épaisseur polysilicium sur le témoin  - Opération n°2 

 

H. METALLISATION 

 

Cette opération consiste à déposer sur la face composant une couche de 500 nm d’aluminium. 

 

Par pulvérisation  

cathodique : 

 

  Dépôt  Pression avant dépôt =       10-7 mbar                 

Pression pendant dépôt =    2.10-3 mbar 

Puissance RF =                   150 W 

Distance cible-substrat =    90 mm 

Temp de dépôt =                20 min. 

 

I. PHOTOGRAVURE  N° 3 : "GRAVURE METAL" 

Cette étape permet de graver l’aluminium et ainsi de définir les électrodes des capteurs et les reprises 

de contact électriques. 
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Opérations Conditions 

 0°) Homogénéiser attaque alu. Mettre le bain d’attaque aluminium dans le bac à ultrasons 

 1°) Séchage plaque chauffante : (120°C)  5 min. 

 2°) Dépôt résine  réf : Shipley  S1813  -  Tournette (4000 t/min., 30 s.) 

 3°) 1ère cuisson Plaque chauffante (100 °C)  60 s. 

 4°) Alignement - Insolation Masque n°3 – 5 s 

 5°) Développement (20 °C), 25 s. 

 6°) Observation Microscope optique 

 7°) 2ème cuisson Plaque chauffante (120° C),   45 s. 

 8°) Bain attaque aluminium Arrêter le bain ultrasons, et en sortir le bain attaque alu. 

 9°) Gravure aluminium bain attaque (40vol. H3PO4 + 7vol. HNO3 + 7vol. H2O) 

avec contrôle final visuel + 20 s. d’attaque supplémentaire 

 10°) Observation Microscope optique 

 11°) Nettoyage résine (2 faces) Acétone + eau + séchage avec tournette 

J. RECUIT  METAL 

 Cette opération se fait dans le four n°5-1 suivant les conditions : 

Température Temps Débits 

  T = 400 °C t = 20 min. N2  + H2  (5%)=  1 l/min. 

 

 Mesurer, au profilomètre, l’épaisseur d’aluminium sur la plaquette « composants », entre 

deux plots de contacts. 

K. MONTAGE         

 DECOUPE des puces à la scie diamantée. 
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 SELECTION des meilleures puces (pistes des composants non abîmées) au microscope. 

  MONTAGE sur embase : coller à la colle époxy un carré de verre sur l’embase. Y coller ensuite 

la puce à sa surface, toujours à la colle époxy. Effectuer la polymérisation de la colle pendant le temps 

requis en fonction de la température du four (15 min à 120°C). Vérifier délicatement la bonne tenue 

mécanique de l’ensemble. 

  MICROSOUDURE par ultra-sons (Wedge bonding de fil d'aluminium-silicium 5%, 25 µm) : 

connexion de l’ensemble des plots de contact composant sur ceux de l’embase selon le schéma 

suivant. 
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VI. SYNTHESE DES NANOPARTICULES 

PREPARATION DES NANOBATONNETS DE WO3 

La synthèse des nanoparticules (NP) suit le protocole que l'on retrouve dans un article scientifique 

donné en annexe 1 (Wang, J., Khoo, E., Lee, P. S., Ma, J. (2009) Journal of Physical Chemistry C, 113 

(22), 9655-9658). Il est détaillé ci-dessous.  

Opérations Conditions  

 1°) Mise en 

température de 

l’étuve 

La température de l’étuve sera réglée à 180°C. Dans ces 

conditions hydrothermales, il est nécessaire d'utiliser des 

réacteurs adaptés comme celui présenté sur l'image ci-

contre. 

 

 2°) Préparation 

des précurseurs    

Peser 0,825 g de Na2WO4.2H2O avec un sabot de pesée et transférer-les avec 7 mL 

d’eau D.I. prélevée à la pipette automatique, en versant l’eau à travers le sabot de 

pesée dans un Erlenmeyer de 50 mL (solution A). 

m Na2WO4.2H2O pesée = …………… g 

 

 2°) Préparation 

des précurseurs    

Peser 1,169 g de NaCl avec un sabot de pesée et transférez-les avec 5 mL d’eau 

D.I. prélevée à la pipette automatique, en versant l’eau à travers le sabot de pesée 

dans la solution A. 

m NaCl pesée = …………… g 

Ajouter un agitateur magnétique. Démarrer l’agitation à 350 tours par minute.  

 

 3°) Préparation de 

l’acide 

Prudemment diluer 10 mL D’HCl (37%) prélevés à la pipette automatique dans 30 

mL d’eau DI dans un bécher de 100 mL (solution B). Calculer la concentration 

molaire de la solution. 

Concentration molaire HCL = …….. M 

 

 4°) Ajout de l’acide Ajouter goutte à goutte la solution B de HCl à la solution A jusqu'à ce que le pH 

atteigne 2. (Quantité approximative à ajouter = 1,6 mL) 

Contrôler le pH avec du papier pH. (Arrêter l’agitation pour faire la mesure. ) 

 

 5°) Transfert Retirer l’agitateur magnétique avec l’aimant. Transférer la solution dans le bécher 

en Téflon. 
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 6°) Fermeture Placer le bécher en Teflon avec son couvercle dans la bombe hydrothermale. La 

fermer à l’aide de son support et de la clé dédiée. 

 

 7°) Recuit Placer la bombe hydrothermale dans le four à 180°C pendant 5 h.  

 8°) 

Refroidissement 

Sortir la bombe hydrothermale du four. La poser sur une paillasse en métal 5 

minutes puis la placer sous le robinet d’eau D.I. jusqu’à complet refroidissement 

(environ 15 min) 

 

 9°) Ouverture Ouvrir la bombe hydrothermale et transférer son contenu dans un tube de 

centrifugation. On pourra s’aider de 3 mL d’eau D.I. pour bien la rincer. 

 

 10°) 

Centrifugation 

Peser les tubes et équilibrer les masses. Placer les tubes bien équilibrés en 

opposition dans la centrifugeuse.   

Centrifuger à 10000 tr/min pendant 5 min. 

 

 11°) Rinçage Eliminer le surnageant et répéter le rinçage par centrifugation des bâtonnets avec 

3 mL d’eau D.I.  

 

 12°) Stockage Transférer les bâtonnets dans un pilulier. 

Etiqueter correctement votre solution. 
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VII. INTEGRATION DES NPS PAR DIELECTROPHORESE 

Matériel  

- un générateur de tension 

- un oscilloscope 

- des connecteurs  

- la solution contenant les nanoparticules 

 

 

 

Protocole d’intégration  

Une faible quantité de solution aqueuse de nanoparticule est prélevée à la micropipette (autour de 

100 µL) et une goutte est déposée directement sur la puce. 

On polarise alors le peigne inter-digité avec une tension sinusoïdale de fréquence 100 kHz et 

d’amplitude 20 V. Cette tension est laissée toute la durée de l’intégration. 

 13°) Nettoyage et 

gestion des déchets 

Nettoyer la verrerie utilisée et jeter les déchets contaminés liquides dans un bidon 

de récupération Nano + Acide et les déchets contaminés solides dans le contenant 

de récupération Nano.  
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Au bout d’une durée d’intégration de 60s, le surplus d’eau est épongé à l’aide d’un papier absorbant 

appliqué sur le côté de la puce, sans détériorer le bonding. A ce moment seulement, on coupe la 

tension de polarisation des peignes inter-digités. 

Le capteur intégré peut ensuite être observé au microscope optique. 

A ce stade, les capteurs sont prêts à être évalués. 

 

VIII. MESURES SOUS ATMOSPHERE CONTROLEE 

Initialisation du banc de test 

Vous disposez à présent de capteurs de gaz prêts à être évalués. Nous voulons mesurer la variation de 

leur résistance en présence d’un gaz spécifique à une concentration donnée. 

Les deux gaz dont nous disposons sont l’ammoniac (NH3) et l’éthanol (C2H6O), à une concentration de 

0,1 % dans l’air sec (80% N2 - 20% O2). 

Pour démarrer la mesure : 

• Connecter le boîtier sur le support de l’enceinte en respectant la position de l’ergo. Enlever le 

capuchon protecteur et fermer l’enceinte. 

• Ouvrir les vannes des gaz qui se trouvent sur le mur. 

• Allumer les appareils de mesure. 

• Lancer le programme Labview et préparer la mesure en rentrant les paramètres de travail : 

o Vérifier ou modifier les paramètres du multimètre. La tension de polarisation des 

capteurs doit être de 20V pour toutes les mesures. 

o Choisir le dossier approprié à l’enregistrement des données. (il est nécessaire de 

d’abord entrer un nom de fichier pour pouvoir se promener dans l’arborescence… Le 

nom de fichier peut ensuite être retiré) 

 

Caractérisation des capteurs 

Pour modifier la température de travail du capteur, il est nécessaire de choisir la tension appliquée en 

fonction de la courbe de calibration donnée en annexe. 

Attention ! Ne changer de calibre de tension qu’après être revenu à une tension nulle sous peine 

d’induire un pic de tension fatal à la résistance d’aluminium. De plus, éviter les variations brusques de 

tension afin de ne pas induire de chocs thermiques importants dans la résistance. 

A présent, vous pouvez définir votre propre protocole de caractérisation de vos capteurs ou choisir le 

protocole fourni en annexe. 
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Une fois que vous aurez trouvé la température de fonctionnement optimal de vos capteurs, vous 

pourrez évaluer l’influence des autres paramètres sur leur réponse (nanoparticules forme/taille, 

dépôt, tension appliquée…).  
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I. ANNEXES 

Protocole de synthèse des nano bâtonnets de WO3  
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Courbe de calibration température/tension de la résistance d’aluminium. 

 

 

  

 
Relation between the voltage applied to the heater and the temperature of the sensor. This curve has been 
obtained using an infrared camera. 
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Protocole de caractérisation des capteurs de gaz (proposition) 

 

Perform a characterization of your sample at the following temperatures: 100°C, 150°C, 200°C, 

250°C, 300°C. 

For each temperature: 

• Create a first file in which you will record what happens when you increase the 

temperature with no air flow. Wait until the resistance is roughly stabilized. 

• Create a second file in which you will record the sensor response to gas. The protocol 

can be the following: 

 

- apply the voltage during 30s with no air flow 

- dry air during 2 min 

- ethanol during 2 min 

- dry air during 2 min 

- ethanol during 2 min 

- dry air during 2 min 

- NH3 during 2 min 

- dry air during 2 min 

- NH3 during 2 min 

- dry air until stabilization 
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Traitement témoin 

 

La plaquette témoin est composée au départ d’une superposition de couches représentée ci-dessous :  

 

La couche noire représente l’oxyde de prédépôt.  

Etape 1 :   

- Protéger le wafer sur 1/4 de sa largeur, puis attaquer l’oxyde de prédépôt. En déduire son 

épaisseur ed. 

- Mesurer le V/I du poly-Si.  

 

Etape 2 :   

- Protéger le wafer sur 3/4 de sa largeur, puis attaquer le poly-Si. En déduire son épaisseur eP. 

- Déduire la résistivité du poly-Si.  

 

 Enfourner le témoin dans le four d’oxydation sèche 

Etape 3 :   

- Protéger le wafer sur la moitié de sa largeur, puis attaquer l’oxyde sec. Mesurer son épaisseur 

eOX. 

 

 

 

Si (p)

SiO2

Poly-Si 

Si (p)

SiO2

Poly-Si 

ed

Si (p)

SiO2

Poly-Si 

eP

Si (p)

SiO2

Poly-Si 

eoxSiO2


